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Studiju kursa istenoSanas valodas LV

Anotacija Pusvaditaju materiali un to sagatavosana struktiiru veido$ana. Planara tehnologija un tas

litografijas veidi.

perspektivie virzieni. Strukttiru veidoSana augsto frekvenéu diapazonam; submikronas tehnologijas

Meérkis un uzdevumi, izteikti kompetencés un  |Planaras tehnologijas apguve tada pakapg, lai varétu veidot pusvaditaju integralo mikrosheému

Fabrication. Cambridge University Press, 2008.
3. A.A.lllyka. Dnekrponuka, C.-ITetepoypr, 2005.

2. Hubert Kaeslin. Digital Integrated Circuit Design. From VLSi Architectures to CMOS

prasmes struktiiras.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi |Teorétiska materiala studéSana; atbilstoso publikaciju izp&te par mikro- un nano elektronikas
tehnologiju.

Literattira 1. Crenanenko W.I1. OcHOBBI MUKpPO2JIEKTPOHUKH, M., 2004.

NepiecieSamas priekSzinasanas Bakalaura darbs

Studiju kursa saturs
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Pilna un nepilna laika
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neklatienes studijas
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1. Integralo mikroshému (IMS) veidi. Planara elektronika un tas tehnologiskie procesi. Metalizacija.
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2. Metalizacijas procesa tenhologija. Metalisko kartinpu veido$ads mehanisms. Materialu
izputinasana ar joniem.
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3. Magnetrona tipa izputinasanas sistéma. Dielektrisko materialu izputinasana. Plano kartinu
rezistori un kondensatori.
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4. Tehnologiska procesa kontrole: kapacitativa, jonizacijas un rezistiva metodes. Silicija oksidéSana.

5. Silicija virsmas aizsardziba. Silicija oksida kvalitates kontrole. Silicija legeSana.

6. Difuzijas procesa matematiskais apraksts - Fika vienadojumi. Diflizijas procesa tehnologija.

7. Silicija legéSana ar piemaisijumu atomujoniem. p-n parejas atraSanas vietas noteik$ana.

8. Silicija epitaksija un tas veidi. Epitaksijas un difuzijas procesu vertéjums.

9. IMS zZim&juma veidoSana: brivo masku un litografijas metodes. Fotolitografijjas metode.
Fotorezisti.
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10. Att€lu generatori: stara skané$ana un mikrofotomontaZza.

11. Mikrostruktiiru veidoSana kodinot ar joniem. Kontaktmaskas veido$ana.

12. Mikrostruktiiru veidosana: elektrostaru, rentgenstaru un jonu litografijas veidi.

13. Pasivie elementi pusvaditaju IMS. Elementu izolacijas veidi.

14. Unipolaro IMS izgatavo$anas tehnologija. Bipolaro IMS fragmenta izgatavoSanas tehnologija.

15. IMS uz Gallija Arsenida bazes.

16. IepaziSanas ar mikroshému laboratorijas aprikojumu un mnikroshému paraugiem.

17. Laboratorijas darbs - plano kartinu kondensatoru izgatavoSana.

18. Laboratorijas darbs - fotolitografijas tehnologija.
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Sasniedzamie studiju rezultati un to vértésana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu verté$anas metodes

Spéja izvéléties nepiecieSsamos tehnologiskos procesus, lai veidotu IMS struktiiras

Vertejums lab. darbos un ieskaitg.

Spéja brivi orientéties IMS tehnologiskajas shemas

Vertéjums lab. darbos un ieskaitg.

Spéja nopamatot izvéléto IMS struktiiru nepiecieSamibu

Veértéjums lab. darbos un ieskaitg.

Spé€ja paskaidrot izveidoto struktiiru darbibas principus

Vertéjums lab. darbos un ieskaitg.
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